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VORLAUFIGE DATEN AF 379

GERMANIIM = PNP = PLANAR - HF - TRANSISTOR

insbesondere fiir ungeregelte kreuzmodulations-
arme Yorstufen in FS-Kanalwlihlern mit
PIN-Dioden-Abschwiichern

Mechanische Datent

Gehliuse: Kunststoff, S0T-37

Maangaben in mm.

Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UEI p = max. 0 v
'Ucl o = ™ax. 13 ¥

Kollektorstrom *lc = max. 20 wmi
Gosamtverlustleistung bei *U 5 45%c Pt't = max. 100 =W
Sperrschichttemperatur l-J = mAX. s “c
Gleichstromverstlirkung 3

hii-UcBIB"i. l:Iall. B = 25
Transit-Frequenz

be i 'UI:B =AY, l!.' = 8 mA r.r = 1,25 GHz
Leistungsverstirkang

bei '“CB =AY, l! = B mi, f = BOD MHz 'a‘p = 18 dB
Rauschzahl

hfi-UcB-H\",lE-&M.I-BHIﬂt F - 5 4B
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AF 379

Absalute Grenzwerte: (gliltig bis 'J -.:]
Kellektor-Emitter-Sperrspannung bei D‘E < 500 0 -IJ[:! g = max. 20 W
bei I' = O -UCE g = max. 13 v
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0 -“EB o ™ Wax. 0,3 ¥
Koellektorstrom: -IC = mAX. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei 'D E 457¢C: Ptut = max, 100 =W
Sperrschichttemperatar: b, = mAax. o “c
Lagerungstemperatur: 55 = min, 30 “c
b = max, 75 °c
Wirmewiderstand:
svischen Sperrschicht und Umgebung: ) Ry o S 0,45 grd/mv
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l} Wirmeableitung tber die Kollektor-Litstelle im eingebauten Zustand
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Datasheet

bei 8; = 25%¢c

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei RBB = 500 D,JIE = 100 pA:

bei ]B = ﬂ,-[c = BOO0 pA:
Emitter-Durchbruchspannung
bei IC = u,-IE = 100 pA:

Kollektor-Reststrom

bei -UEB = 20 W, IE = 0

Kennverte:

Basisspannung

bei 'UCB = B Y, l'E = B mi:

Gleichstromverstlirkung

bei -UCB = 8 Y, ]E = B mAs
Transit-Frequenz

bei -Ucn =8V, IE = 8 mA, f

Leerlanf-Ausgangekapazitiit
bei 'UCB =8 V¥, m | MHz:

M= 100 MHz ¢

Leistungsverstlirkung
bei Uy =8V, I = 8 mA,

und { = 800 MHz, RL = 2 ki:
und f = 900 MHz, RL = 500 O:
Ranschzahl
bei -Ucn
umd f = 800 MHz:
und f = 00 MH=z:

Kreunemodulationsfestigkeit
bei 'UEB =8V, ]E =8 mA, { = 200 MHz:

= 8V, [E = B mA; H‘ = 60 Q

—

1
j Ust

AF 379

. »
'L[BI} CE R : 20 v
-U(pR) cE o * 13 v
“U(sg) £B 0 * 0,3 v
<
-IEB o = 15 A
'UBE = 370 oV
B 3 25
fp = 1,25 (2 0,95) GHa
Caap = 0,6 pF
v = 18 dB
P
v - 11 dB
P
F = B dB
¥ 3 aB
U l} - 110 v
St "

ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung)
eines 100 % sinusmodulierten Fernsehtrlgers bei einem Generator-

Innenwiderstand von 60 @, der auf dem Nutztrlger 1 % Amplituden-

modulation verursacht.
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AF 379
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